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【緒言】近年、微細な三次元ポリシリコンチャネルが高密度・低コストの積層型 NANDフラッシ

ュメモリに広く応用されている。しかしながら、その電気特性のゲート構造依存性に関する報告

は殆どない。本研究では、Tri-Gate (TG)と Double-Gate (DG)構造を持つ浮遊ゲート型ポリシリコン

チャネル FinFETフラッシュメモリを作製し、その電気特性を比較評価したので報告する[1]。 

【実験及び結果】Fig. 1に、TGと DG構造を持つ浮遊ゲート型ポリシリコンチャネル FinFETフ

ラッシュメモリの構造を示す。DG 構造には、Fin 頂点部に SiO2ハードマスクが存在するが、TG

構造にはその SiO2 ハードマスクが存在しないこと

が特徴である。Finチャネルは、(100)バルク Si基板

上にノンドープポリシリコンを LPCVDで堆積して、

EBリソーと RIEで形成した。また、TG構造は、Fin

頂点部の SiO2ハードマスクを RIE で除去して作製

した。Fig. 2に作製した TG と DG 構造のポリシリ

コンチャネル FinFET フラッシュメリの断面 STEM

写真を示す。Fig. 3に作製した同じゲート長 LCG = 76 

nm を持つ TG と DG 構造ポリシリコンチャネル

FinFETフラッシュメモリの書込・消去後の Id-Vg特

性を比較して示す。明らかに、TG 構造におけるメ

モリウィンドーがDG構造に比べ大きいことが分か

る。また、Vtばらつきも TG構造の方が DG構造に

比べ小さいことも確認した。このような TG構造の

優れた特性は、そのトップゲートとリセスされた

SiO2領域の効果によるものである。 
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